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УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА:  ТЕХНОЛОГИЯ НА КВАНТОВОРАЗМЕРНИ 

СТРУКТУРИ
ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ:  ФИЗИКА

СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ: МАГИСТЪР, програма НАНО- И ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПТОЕЛЕКТРОНИКАТА
КРЕДИТИ (ECTS): 3
КАТЕДРА: Физика на полупроводниците
ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

	Вид на занятията:
	Семестър:
	Хорариум-часа/
седмично:
	Хорариум-часа
Общо: 

	Лекции
	I
	3
	45

	Семинарни упражнения



	
	
	

	Практически упражнения
	
	
	

	Общо часа:
	
	
	45

	Форма на контрол:
	изпит
	
	


А. АНОТАЦИЯ
Курсът има за цел да запознае студентите с основите и съвременното състояние от теорията и практиката на новите и авангардни технологии за израстване на кристални структури със свръхрешетки и квантови ями за полупроводниковата оптоелектроника, както и с переспективите на тяхното развитие.  Значително място е отделено на основните закономерности на процесите на израстване и легиране на квантоворазмерни системи, а също така на проблемите, предимствата и недостатъците на молекулно-лъчевата, атомно-лъчевата, металорганичната епитаксии, както и на хибридните епитаксиални технологии . Отделено е място за анализ, характеризиране и контрол на структурата, състава и морфологията на квантоворазмерните системи в процеса на тяхното получаване. 
Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

Лекции ( или упражнения)
	№
	Тема,  вид  на занятието:
	Брой часове

	1.
	Молекулно-лъчева епитаксия (MBE)

Описание на метода, тънкослойно израстване от лъчи във високовакуумна среда, модификации на MBE. Блокове и системи на технологичната апаратура. Ефузия, ефузионни клетки и източници на лъчи, използвани в MBE, особености на ефузионния процес при различните материални системи за израстване на слоеве и структури.  Анализ, характеризиране и контрол in-situ на качеството на слоевете в процеса на израстване. Физични и химични процеси при израстване и легиране на слоеве и структури. Роля на подложката при израстване, кинетика на повърхностните процеси върху нея. Израстване  на квантоворазмерни системи от съединения A2B6, A3B5, A4B4, A4B6, и твърди разтвори на тяхна основа – технология и специфични особености на процеса. Проблеми, предимства, недостатъци и переспективи на развитие на MBE.


	20

	2
	Атомнослоева епитаксия (АLЕ)

Описание и основни закономерности на процеса. Технологично оборудване за израстване, легиране, анализ и контрол. Модификации на ALЕ. Израстване на квантоворазмерни структури на п/п съединения и твърди разтвори на тяхна основа за оптоелектрониката чрез ALE – технологични схеми и особености. 


	6

	3
	Металорганична епитаксия (MOCVD)

Описание и физико-химични основи на процеса. Технологична апаратура – блокове и системи за израстване, легиране и контрол на процесите и качеството на слоевете.. Термодинамика, кинетика и механизъм на процеса на израстване и легиране. Израстване на слоеве и структури при атмосферно и понижено налягане. Фактори, влияещи върху качеството на слоевете и структурите (резкост на интерфейса, хомогеност по състав, структурно и морфологично съвършенство).  Стимулиране на скоростта на израстване чрез нетермични способи (ултравиолетово, плазмено, и др.). Технологични схеми за израстване на квантоворазмерни системи на п/п съединения и техни твърди разтвори за оптоелектрониката.  Проблеми, възможности, предимства, недостатъци и переспективи на MOCVD.


	15

	4
	Хибридни технологии
	4

	
	Общо:
	45


В. Формата на контрол е:     изпит
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